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伟福 J.MasterIII 编程器 

对 ARM 系列 CPU 附带外部存储器的编程方法 
 

    在很多 ARM系列 CPU的应用电路中，除了主程序存储器外，经常带有外部存储器（FLASH，EEPROM等）

用于存储数据，而这些存储器在生产过程中常常需要写入初始内容，通常的做法是利用探针接到存储器的

管脚再接编程器进行烧写。利用伟福 J.MASTER 编程器，可以在烧写 CPU 的程序时，同时对这些存储器进

行烧写，不用另外再接编程器。你所需要做的就是参照我们的程序例子， 根据你电路的特性（哪些管脚接

存储器，什么类型的存储器等）改写我们提供的程序例子，就可达到目的。以下详细说明如何改写外部存

储器烧写的例子。 

    这里正好有一块 STM32F103RC 的演示电路板，带有 24C02 IIC EEPROM及 W25X16 SPI FLASH两种外部

存储器，于是就针对这两种存储器的写了编程例子，方便用户参照借用。按照 ARM系列 CPU烧写程序的例

子，要定义外部存储器的特性参数。见以下数据结构： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    以上我们定义了 SPI总线的 FLASH存储器 W25X16及 IIC总线的 EEPROM存储器 AT24C02两种外部存储

器的器件参数，编程器在调用烧写程序时会用到这些参数，在定义这些参数时，请参考存储器对应的说明

书，否则可能会在烧写过程中出一些不可预见的错误。 

为了能对外部存储器进行烧

写，还需要定义几个可被调用外部

函数，以便被编程器调用。几个函

数如下， 
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Init() 为初始化程序，对 CPU 的执行速度，对连接到存储器的 CPU 的 I/O 端口进行定义等。在初始

化过程中尽量使用 8MHz 的 HSI 时钟，以免对其它程序造成干扰。初始化成功返回 0，不成功

返回非 0。 

UnInit() 还原初始化程序对 CPU的改变，成功返回 0，不成功返回非 0。 

BlankCheck() 对存储器进行查空操作，存储器空返回 0，不空返回非 0。 

EraseChip() 对存储器进行全片擦除，成功返回 0，不成功返回非 0。 

EraseSector() 对存储器进行块擦除，成功返回 0，不成功返回非 0。（全片擦除和块擦除只需要有一

个即可，如果选择块擦除，主程序会多次进行块擦除来完成全片擦除。） 

ProgramPage() 对存储器进行页编程，成功返回 0，不成功返回非 0。 

Verify() 对写入的内容进行校验，成功返回 0，不成功返回非 0。 

Read() 读出存储器里的内容。成功返回 0，不成功返回非 0。 

 

如果这些函数没有具体程序，那么在主程序的编程设置中就不会出现这功能的选择，例如如果没有写

BlankCheck()的程序，那么在主程序的编程设置就不会有“查空”的功能选择。全片擦除和块擦除只需有

一个即可，主控程序会利用块擦除函数完成全片擦除。有读函数就可以完成校验功能，即使 Verify()没有

定义。 

用户可以参照我们提供的例子，实现这几个函数功能。并编译生成代码，转换成 FLM 文件，将生成的

FLM 文件复制到 J.MasterIII安装目录下的 FLASH子目录下。 

 

 

 

 

 

 

  打开 J.MasterIII控制程序，点击“选择芯片型号”为“ARM CORTEX-M”,然后点击“设置”在列表中找

到要编程芯片的类型。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1。点击“选择芯片型号” 

2。选择“ARM CORTEX-M” 

3。点击“设置”调出算法列表 
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我们样例程序所设定的器件名称为“WaveTEST W25X16 SPI Flash”和“WaveTEST 24C02 IIC EEPROM”，

两种存储器均接在 STM32F103RC的应用电路上，前者为 SPI总线存储器（NSS接 PA2、SCK接 PA5、MISO接

PA6、MOSI接 PA7），后者为 IIC总线存储器（SDA接 PC11、SCK接 PC12）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

选择好要烧写的器件，返回主界面可以看到，我们在 W25X16的 SPI的烧写程序没有实现 BlankCheck()

功能，所以编程设置中没“空片检查”选项。而在 24C02的程序中我们完成了 BlankCheck()的功能，所以

在编程设置选项中有“空片检查”。 

选择好器件后，就可以从磁盘上读入要烧写的数

据，也可手工直接在数据缓冲区里填写。 

J.MasterIII编程器以 SWD 方式接在应用电路的

编程端口上，如果用户板单独供电，则 VCC不用接，

如果是单线仿真，编程器的 PIN9 做为 SPD信号使用。 

 

点“编程 P1”或“编程 P2”进行编程操作，如果无误可以点“写文件”将要烧写的内容及操作保存

成 JMO文件，以便合成一个大的 JMO，完成全部烧写过程。 

  

J．MasterIII编程器 STM32F103RC 应用电路 

VCC（PIN1） VCC 

GND（PIN8或 PIN10） GND 

SWCLK（PIN7） TCK/SWCLK（PA14） 

SWDIO（PIN9） TMS/SWDIO（PA13） 

对于 STM32F103RC 内部

RAM 起址为 0x20000000,

若应用电路选用其它型号

的 ARM 芯片，清注意内

部 RAM 的起址。占用

RAM 大小，要大于所选

择的算法程序大小，程序

才能正确运行。 

此 SPI 编程算法程序占用空

间大小 
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点主界面上的“合并 JMO”调出合并 JMO界面。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   按以下步骤合并 JMO文件：1．添加要合并的 JMO文件、2.最后加上 CPU的主程序，并设为主 JMO文

件、3.将解除保护后的 JMO文件连接方式设为“重新上电”，重新上电后解除保护才有效果、4.保存合并

后 JMO文件。如果添加文件次序不是理想编程次序，可以点“上移”“下移”来移动文件调整编程次序。   

 

在主界面点“读文件”装载进刚才合并生成的 JMO文件，点“编程 P1”或“编程 P2”进行编程，就

可以依次自动完成 1.解除保护、2.烧写 24C02、3.烧写 W25X16、4.烧写主 CPU程序(主程序 JMO附带保护

操作)多个过程。 

 

合并 JMO有以下限制： 

 

1. 必须是用仿真口编程(SWD、SPD、JTAG)方式连接到用户应用电路, 

串口下载方式不可以合并 (可以合并才会显示合并按钮) 

2. 最多合并 8个独立的 JMO文件,已合并过的 JMO文件不能再合并 

3. 用户需要指定一个主 JMO文件，编程参数由主 JMO决定。 

   限定编程次数、限定编程器号、自动编号只能在主 JMO文件中使用, 

   不能在非主 JMO文件中设定。 

4. 被合并的 JMO文件可以是加密的，也可以不是加密的， 

   如果含有加密的 JMO，所有加密 JMO的密码必须是同一个， 

   并且在生成合并 JMO文件时也必须再次输入这个密码。 

5. 主 JMO一般是 ARM芯片，外围器件不要做为主 JMO. 

6. 如果 ARM芯片是已加密的芯片，第一个 JMO必须是解密芯片，否则编程算法不能正常运行。 

   第二个 JMO算法重新连接必须是"重新上电",(通常加密的 ARM芯片必须重新上电才能脱离加密态) 

 

1．添加要合并

的 JMO 文件 

4．保存合并后

的 JMO 文件 

2．将 CPU 的主

程序做为主

JMO 文件 上下移动文件可

以设定编程次序 

首先解除保护，方便重复烧写 

烧写 24C02 的 JMO 文件 

烧写 W25X16 的 JMO 文件 

主 CPU 运行程序烧写 JMO 文件 

3．设为重新上

电。解除保护

后，要重新上

电才有效 


